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Figura 2 1 Uirede de Un material ipony p

A una lemperatura constanle ¥ en ausencia g LN polencial slécincn extams, Lo kb
rEgiin M G [a region p son ekiciricamente newiras.  En primera instancia, cadstan
solamenie persdones oo ¢ 3 b Squsenda de ks unitn y portadones tipo n a | denscha,
Emymﬂ-mrﬁummm:mmummmm
difundirin a la derechia 4 electrones IBfes & la guerda de la unidn,

racomibinarss con las Siomes dal oo matenal. g

Cargas descublertss

Figura 2.2 Disgrama de farmacidn d& un campo electrastibics
o un dicda por la it i-p.
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8808 huecos o electrones, producen ura pequefia comente Nemada corfene de
Hﬂlﬁhﬁﬁnﬂl},h“myﬂﬂmﬂnﬁwimﬂp

Exist= fambian una comanta de poriadores minonterios, lamada comenin os
genaracicn Wmica (lg), que es mucho meror a ka producida  por o8 portadores
MBYGrRancs. y que an asancia es may sansiis 8 la Emperatura,

lg=ig,+ilg, & Ir=Ir+F, [Ecumcitin 2 1)

b —1—1r,
& — T,
I —-——-[g'r
b —— I
Tabla 21 Cormientes. da recombirscon v de penaracicn iérmica,
hmm-mmmhmmumtn-pmzm
n‘hﬁummmmmbp:n. ﬁmmuﬁqmdm

cofmvancicnal qua e adopta para la comenle, es & comespordianle al senbida da
mavimienks &8 loe buecos, de meds que § = - .

A ’l K
" Figuwa 2.3 Representactn de un Dioda de Linkdn
1.2 POLARIZACION DIRECTA,

mmﬂmwﬂhwﬂmammWMmuﬁhym
ausencis de polarzacidn extema, & compoiamieris de un slemento comn & dioda de
union wiens reguiado por la eouaciin 2.2

Pi
#=b“|{_ {Ecuncin I 3
Danda:
= Ir es la comante de recombinackn dada por el rdmarg real de portadores. ques
Alravissan ko bamarg,
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ESCURLA POUITECTICS Halithis] DELE TS BLECTROMECTE.

* Ir, =53 cofmiente de recombingcin inicial dada por ol nimens melo de portadanes
qu inician &l caming a través de la unidn.

*  Vres el vakaje térmico igual a 2% [mv], ses cusl fusrs &l fino de dioda LSRG, ¥

* Vo oes ol wlap de bamera descriin antedorments, que Gene los valores
aprosimadas de 06 [V] o 0.3 [V] dependianda i of diodo es de siick o geranio
radpesiamente.

Donde Vyviene dada par la souacitn 2.5

Fo -.—E (Beuscidn 2 3)
q
En |a efuscion 2.3

oy
= Huhm&mywwuutﬂymﬂ{ T ]

= Tes lawmporatura en gradas Kelin, v
= ges s carga de un elecntn

Como sabemas I = iy &0 o caso de no aplicar una tensién exema, Tenemos;
S
fr=tret =) s

8l aplicamos una tensidn axiema de modo qua ol dnodo del slementa so conects &l
bermina! poitive de una bateria, v el cilodo af serminal negalivo, e=tamas polarzackin
dirsctamanta 8l dicdo; y de aouerda con esa:

L Fa
Ir=ine " wing" e

|=

¥
—_ { Eouzcin 2.5)
r =f“¢"r

]

W
P
AI
Figura 2.4 Diagrama Circuital de un diodo en polsrizacon directa
?mmuhmwdaﬂwtmﬂmNm
G habia mencionadd ya gua Jp =l ~I =1 —1_. porla que al sustidr eatos

T&?mhmmmhmmm&mm
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e unkin, s& infroducen ciertas resistendas intemas gos de Slguna maners Biteran al
comporiamiznio ideal de ellas se hablard en detsle mas sdedanta

Desde al punle de wisls abimico, cusndo 58 splca un poiendal posive al malerial py
un potancial negabyo al material ipo n, se produce una dismirucian e & aMcha da i
zZona desérlica, esto tra= como consecuenca que &l fuje @8 porlsdares mayoriianas
crerca exponencialmenles, misntias que ol Tlujo da loa. portadons:s minoritanos no se ve
allerada

Figuen 3 5 Dimgiama sodquasiation dal diada en polarzacin drecta
EN RESUMEN:

= La carmienis de polaizacidn dmecla S8 deba exclusvamente a los portadores
ayarlarics.

= La conrienbs ee siempie grandes an orden de s millampenios [ma].

& Larona desérlica se achica y permile e pass da 18 owmianie akkoirica,

= Sila comeme dncdo-citodo es grande m= dice gue el diodo o8 conduciorn

«  Waristion &8 |y cdma funcian de Ve

La curve oa I siguienia figurs representa la coaderistica estilica de comianta —
wohaje de un dodo reall ouando esti polarizado dinsctaments.

b i

[
f

Figura 25 Curva Caracteristcs del dicdo en polariraciin dinects
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Vs como ¥ #= ha indcado, es el voltaie de bamera, concoite taMBIN come valkss
todo o voitae umbeal, y puede vanar denino de los siguientes miervaks:

Para el sikco Entre 05y 0.7V

Para el gerranio Emtre D2y 03V

Table 2 2 Vaollaje Umbnad pecs o 5y ol Ge.

Fara discusionas y andiisis postenoras a8 considerard que el diodo de Si Gene un
¥iltaje de barrera de 0.7 V], en tanto que of diodo de Ge, un vokaje de 0.3 [V]

E5 necazano resaliar ef hocho ge qu= |2 antenor curve edtd dividida en dos repones
poncipales: La rona a B mquierds del woltaje de bamers, s cual sigue un
comportamiznto sxponencial, como el indcado por la ecuacitn general; ¥ 18 Zonm a
derschia de voltaje oo barmerd, que es, mas Bken, Una regidn de comportamicnio linasl,

2.3, POLARIZACION INVERSA

EHM&MHhﬂimmmmiw
euactamanta opussio al vollaie da polarizacion directa, decimos que o diodo estd
memmamhnwmhmupmﬂmim
46 B rona destrbca; eslo significa una mayer dficubsd para ios portadones
mayaritanics de poder atravesar dicho polencial. Sin ambergo & flujo de portadanes
mirartanos no ha Gamisada, y s& he vusito realmemie significative an comparacon o
paqueic nimern i poflaiores mayoritancs que puedsn alravesar la zona desrtics,

wgranceTeanin e b i

[

mmmﬁthm

YL =hi
Lel,e ™ el o e Saf_ ¢ ® {Ccuacktin 2-E)
Pero [, =i, -1, =1 —I_, entoncas:
= Ll
_;‘ -fn[d: ﬂ-_!] [Enmctn 2.7)
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Fesula evidanls enbonces qua sl FIF. =5, T T .

Caracteriztica en la polarizacion Inversa.

Al ksl que en polanzactn dinecta es posible oblener una caracleriics astitica para
urni diodo real en polanizacidn inversa.

§ 1t
Vg ]
il Vg 1V

wnpin 1

Figora 2.8 Cunva da un diodo on polarzacion Invemnsa

Bltt=me o diferencia de sscala respecto 8 |8 caracleristica en polarizacdn direcia

DEEdrvana TRmbHEN que diste un valor de voltape Vi a padic del cusl ol dicdo ya no sa
comporta de acuerdo con bas prediccionss g8 18 cUSCn genaral Este voltape se
demoming wollape de nuplura inverso, 8l cusl es producido por dos efecios de
importancia; o alecha Zaner y el afecto Avalancha.

Efecto Foner: 5 =e incrementa lo suficients & volae spicado en polanzacidn

inversa, es posible que el campa skchics en la prodimidad de 2 unién se vweha
tan fuerls que loe elsciiones sesn desprendidos de los eniaces covalenbss
gersrancd e cormenta negatha,

Mmhmuihmmiiﬂmmwﬂﬂ.
pusden per aoslarados 8 grandes velccidades micriras oruzan b= urmdn. Esfo
produdrie  evanbuakes choques con otros  cleciones, Que & SU WEE, A
desprenderian o sus enlaces y se acelerarian hasta chocar con ofros atomos ¥
desprender sus eleciones. Esle efeclo conlimuaria en forma de avalancha hasta
producr una ool considerabis an ol aanlidoe regatiea,

Ambcs fandmenas fouamen generalmente a pardr de los -5.5 Y. Ahora, ya &8 posibie
contar con una camcheristica estitica para el diodo de umidn, para &l domink del
woltage.

1M TR BANCHER & 13
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Figusa 25 Regones de un diodo en Polarzackn disoda @ inverss

Resistencla Estalica del Dicdo (R

apicar al dicdo un woitaje conccido, esiard aulomdticementa determinads la
mhmmmwuﬂhm&ih_ﬂmmlm

1 Vi W 1 _"nl:

Flguna 2, 10 Recislenca estiion de wn dixdo

 Con esta relacian, daccs ke valores de vokaje y comients 65 posiile austiluic & diodo
ilﬂfurﬂmdamdlvmﬂ..y prossgur al andlisis del circutn.

= Resistoncis Dindmica del Diodo {r,).
& el voliaje aplicady @l disdo oscla arededor de un valor DG, &8 obbended una

weriacidn constarge dal waler de P, Esta varacién comesponde & e siguiceis
EXpraEkn;
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L gl aF [Eczcion 28]

Los (Ecuszidn 2 10}
I =i | # =1
iR Olbear
(Ecuaciin 2.11]
G W P
A | S S T
Entancas
_ Zoml [Ecuaciin 2.1Z]

Db endandanss eronces o significado de esta scusctn: “La resistencia dindmica
dal digds pusde obilterarss drectamednls ol 80 anots o vale DT de B corkanle gue
atraviesa por et”.

al

D4

-

L
a &

Ve

Figura .11 Represeniackin de b resistioncda Sindemdng de un Sodo

2.4 De0D0E EMISORES DE LUZ

Exisban &l mercado dsposilivos cploslécricos como los diodos emiscres de Juz,
cominmants condcidos Coma LEDS.

Eslos elemenios son wilizados como indicadores en paneies. elecindnicos de control,
&N =ar 253 ni la mca, M la mas mpostante de sus aplicadones.  Los LEDs son
generalmenle fabdcados con Arssniuro de Galio (Gabs), Fosfuro da Galio (Gai), o
hian Foslurs Arganilig oo Galia (Gadsp)

IR TARIH IR SANCHET & 70



ESCLELS POLTEGHIGA MALIOHEL

Eslos maleriales gue al ser anergizadas con una polarizacion direcia, desprenden
frlones de muy alla energla en @l proceso de recombineciin, B gue B Bu wez

Parhimatio Fojo Rojo hF | Amarillp Vards Linidades

Disipacitn de Polendia | 100 120 120 120 Y
| dirgcha med 50 ] 20 30 s
| directa pico 1000 [=1] 1] 1] m
" codo: 106t 221 221 241 W

LW inv. da rupbura 1t Sm 5m Sim W

Tabds 2.3 Comparacidn de diodos Leds.

Diangde:

» T significa valor Hpac.

«  m sgnifica vakr minim

Ealca 2on los simbolos que comvencionalmenie se 1san para &0 LED &n un cincuibn,

A Y

&) a

Figura 2 12 Simbologis de dodos LED

2.5. DEPEMDENCIA DE LA CARACTERISTICA ESTATICA DEL DIODD CON LA
TEMPERATIIRA.

OEsbrvass o8 siguisntes graficos de las varlacones on fas cerechensticas comania —
wodtagn dia un dinde de Ge con las varadonss en la lemperatura

Para la polarizacidn dinectac

|
Wi OF @F @4 os OB il
Figue 2 13 Curva de un dioda on polaizaciin dirmota
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Para polarizacitn imversa ¥ considerands sobo al elecio Avalancha,

(|1
2 ] - ]
P . = -3 =1 T' oM

A= = -

B LLint B

=11 1

Figua 214 Clecio Zeoer respecio o b Tempsanalums
Para gl efecto Zener-

.
T

-i0 % b
o

Figuma 2.15 Elecio Zener respecio @ Temperatura

Do todas estan Qrafcas. ko mas reievanie es el hecho de que en polaizaciin decde,
por &l incrementa de bemperatura en 1 [FC], of woltaje &nodo — CHlodo (W) disminuye
en 2m' mientras gue la comisme J,, aumesta enoun 7.5% apfoximadamanha, v sea
&l digda da Ga o da Bi

2B CIRCLATD EQUAVAL ENTE DEL DIODO.

El analizis de Mmm;ﬂmwmmwﬂqm.mwh
Mcrica y o ingeriis no es nacesara fanie dificftad Por  esia razin existen
difereries modalon pare analizar y ashadisr & kos oinoubos con diodos.

mmdr;ﬂhm&dﬁhﬂ.fﬂmmmimﬁﬁﬂ
tres parametras de aproximacon, quea permiben un andlisls Mas coecta de la suacian.,

BiG, TARQLAND RANCHIZ A 22
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Se debe e an cusnla que el modely mas sproEimac no skmpre a5 & que incluye
FWHRMQMMMHMWHFMW“

251 DIODOD IDEAL

La visualiracion del diodo como un alemenls idesl ss sempre un buen caming para
empazar el eabudio del mismo.

El comportamianto e un dicdo ideal g= sm=meja al comportamiento de un smpe
interrupior bipofar; o5 declr, cuandd 8l vollaje aplicado &= mayor que o=, of dioda
gidla comy un contocinouito, 1 comants que cifcila pod @l serd debsminada por el
resho ca pardmednas en la red. y por el contrania, cusndo el woitals aolcado &b Menor
que ooro, of dode B30 OO un circuile abiedo, gue es mismo que decir, qua s
cornerie = reduce @ o

Esta sBuackin 5 fualia en ka igura 2,16

= sy

& pal

Figura 7 18 Repeeseniscon de un Diodo keal ¥ Cunva Caracierisiog

Em resuman an polarzacidn directa F, = F, mienfres qua an polanzaeciin invarss
Ty =dhmed.

262 PRIMERA APROXIMACION

El dicsdiy ideal &5 muy 08l cuando 5a &sid analizando un crcuils con un breve vistazo,
parn f GUETSR08 BET UM poCD Mas reales, o5 de mucha convenienis Introdiecir an
nuesingg caloulos b caida de pobencial que == produce en el diodo debido a la bamera
de voltaje.

Esio significa que e diodo puede susifulse por (na Tsenle de wollajle (no
independienia), cuye valor S3a igusl af voltaje de bamera,

D este modo, cuande @l voliaje an ol disdo supens igeramerde al valor de Vg, (0.7
para los diodos de sikcio o 0.2 W pana ks de gemmaris), mmnd-um.dﬂr.id;mm

par I3 giguients configuracian;

G TAECHARED SANCIET & 23



Figura 317 Bquivalescis de iin Didde 1desl [Prismena aproximackn

Hét=se también que en polarisscion mverea el diodo sHous schsando oomo un cinouta
abierio.

Esla prmera aproximadiin es il ceando el volbap en ol diodo e comparabie con el
nesta e voliajes el red
2.6.3. EEGUNDA APROXIMACKN

Cuando se reguisis un ardlaks mds figunaso, e posibis Intradiucir en la resclucicn del
protieme. al valor 52 & resisionca inkema promedio del elemento.

Exs d=car:
[

Figuem 2 18 Equivalancia & un Diodo ldeal (Segunda aprodmacian|

mmmuﬂwmmmm:ww}mmmb-m
| diodo ermpisss & conduck, para confome sumentamces |2 coments que Girguis por &l
alomanta, s& podrd vemiicar una ligera caida adicional de vollsie dedide a la
mlm-r,{&]

Esie dabs da resibencts inlema &8 por ko penaral un daie goe o proporong o
fabricarde, ¥ que 09 RO ser Asl, pueda evaluarse con b sguients expresidn fomando a
oonsidaratain don pumos de ke recta de fa caraceristica del slemerio resl:

WG TSNS SARTHET & ﬂ
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o AW iy

Figura 2 19 Reca coracharialic de un diodo en polarzadidn dircs

'dmmmmmmumﬂa
—viligje con la siguienba grafica;

Ve

>~ =

Figpara & 210 Curva Caraclentsiics de un diodo ideal on potaEasidn inemsa
B ercuity equivalente: para 6l diodo en estas condicionss saria srtonces el siguiene:

|*
4 iy i Ty
l* :"ll-
= i
S
ih

Figug 2 21 Crenuiio equivalenis: de un dicdo &n polaizacion inverss

Les resistencias r_{c] y r, pusden s cblenicas da la misma mansra que r_(k).
Aungque pueda parecer confuss, of resuliado de este crcullo egquialente s @
Hagpiianle: :

THG. TARTHIRG SAHCHET &



ESCLELS, POLTTECHIA MARKIHAL LSS VDS ELDCT R

Bl ol voliaje am el dicdo real es menar que cera, e dicda ideal Oy estaria =n estado de
conducckdn, ¥ 88 apreciana la caida de potencial que axiste en la resstencar_z),
s & propéails e del onden de los MO (10%), para esie misme tiempa, of diodo idesal
Oy estaria @n ashads de no conduccidn, o ko que == ko mizmo, B rama de iz derecha
eslaria aberta. Cuando el volteje Anodo — cilodo supsne (an waiores abeoiuios) o
voltape Fverso de ruphors, o dicda D enbranis 8 condsccidn. Pusslo que r Gi=ne
walores que rodean los 100 la mma de la derecha consifuira un caming mas corls
parg la comianta, de fedo gus o Grouito para la regitn de rompimiento pusde guibdar
(e pyia
A

A =
-0
"

K
Figrars 2.22 Crculfio para |a regitin de rompimicnic

Eslo refleja que. superando & woRtae de ruptura of od0 68 Visve Un busn
conduschor. Dabddo & eslo, No == aconsejabie irabajar con voltapes. Ieersos carcanocg
voltaje Wi, puasto que se Come & rssge de que &l dicdo enfre &n conduccion en el
sentido opussioo

Esta segunda agrosimacin del diodo, tanko para polanzacdn directa como reersa, 25
solo de utiidad cuando se requiens un andlzis minucioss del croutio o cuando se estd
Bevando @ cabo un proceso de diseflo; para la mayorts de aplicaciones &= Gricamenis
necrEcaria uiilisar la primera aprosmacidn

RESLUMEN:

= La camecharisiica de un diodo real puede aprooimarse por medio de cuatny

segmanho kraakas:
™

Figura 2 23 Cawrva de un diodo ideal

+ [En polarizacidn directa, o diod no eonducss hasla supsans o valor da 1 .

TR0 TARIHNG SANCHES & a6



DEPOSTIDS CLLCTROMDDS

&l ol voitaje te polarizacion inwarss supers, en valor abscutc, =1 vohiaje inversa 98
ol diodo erdra en |a regién da rampimients y empezard a conducir, 1

Figurn 2 24 Diodo on poladizacidn directs debido a W
Do acuarda con b Ley de Kichholf de Votses snemoas;
e p A [Beuscitn 2 14)

Despajanch |a coments dnodo - cdtado

{Ecuacion 2.15)
¥ _Fu
] r.r

Esta ecuscidn es concida coma |a recia de carga del diodo an cuestion,

[ sigrificaca de eath ecuscién debe quadar bien cwe, 1, es una funcién da P,
Eon |3 que 28 determing el lugar geométdico de todos los valores posibies de woltse y
comente an & dodo — desds e creuil abierio hasta al conooircutie -, conaideranda
log pardmetnos dackos de la red: s y Vi

For olio lado, también se diapone de b caracteristics del diode real que al ser
graficaca an conjunio con ka recls de carga, nos permite enconirar ol EUnG exaclo dis

operacicn del disde. A este punta s i Sanoming con ka letra O por la palabra &n lalin
ﬂ%qumum-mwuﬁ:ﬂmm

'.\u
+— Feectn de caga

" ¥ Ve Vi

e Gt b il ol

A F

Figum 275 Rectn des cama de un diodo

NG TRRDIERD SAMCHEZ &

i 27



D este griico también se deduce que B, =F, /1. Eeuscidn 3161
ummnﬁhﬁﬂﬁpﬂrﬂr'fﬁhmm P B3 CANGE

F =" * R,y pot o fanta, |a poencia disipada por o doder P, = P~ .

Sl consigieramos ahara que el circuito tiena como enlrada una sefial sinusoidal con un
niwel DG, haremos que ol Pt Q en la recta de carge, suba ¥ baje de su posicitn de
squilibric. como se sdverte en las igures siguenies:

Rs
i A,
i —\.,l LY .,-'n'.,' — e
|
I

18
al wosenu ¥ L

| 2

&

Fignen 228 Polarizaciin directs d= un dicdo con une
fuenie sinsaidsl desplazada

LN
e R

=
= N

Figora 227 Bafel de entraca sinuscidal desplarada en el cje posive

NG, TARDUAND BANCHES 3
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5

Vi VoW Voo M e ¥ .;"'r-:

Figua 2.28 Rectys de canga o4 un dicdo con LnA Tusdte snusoldal

hh%thmﬂmqmdﬂm cada
B [rara valor dia ¥, con

I,
i +F.-: acor B {Eruscidn 217}

by = =i,

&,

£3

"memmnmm.mmmwm“:
[Ecuacn 2 18)
Fai -:rl,=n‘]:"_...l'iﬂ_“.

- 1B PROBLEMAS RESUELTOS

281, En el clrewito de la figurs 229, y para la forma de onda propuesta,
mumnu& #abisndo
i e Vo, qua s caracteristica estitica del

-'r“E'l:u-n W

Figura 229




I M4

e

o

Figura 230
Solucitn:

De la figura 86 abliene queF. =07 F, F, =0&F,], =10 md, ¥, =-10F
I=—5gut, ¥y =-12F, ¢ I, =—50 ud

F.-F 3=
Entonces: ".,f.ﬂ}=—j:r— = -M=Hﬂ (Ecusciin 1.19)
AR T
Fy—0 30
fef— T -
(7] T a0 3 ML) [Ecmcifn 2. 20
Fr=¥F, k-
r=tite -“453":44:31 {Ecuacifin 2.21)
r—idy

¥, =¥, =20 F (constarta)

mmhmmmdmm,umﬂﬂwﬂm&gu

por el siguiante:

Voo —_'—: Q o

Figura 2311

Plargaando ia ley de Krchholf para vollajes e malls obisnemas

IHG,. TARIILING SARCIET &



Vom (B Wy oy W 41 YR, (Fcuscion 2.22)

r“ _F 3:I'_ ';Il?

= - = e {Eﬂ:ﬂ-
la K+rif) 33t O A

Fomf *y=1"192 =102 {Ticuacitm 2.24)
o =¥, —F, =2 -193=04F (Feuacitn 2.25)

Figura 2.32 Circiils del apsncicio 2.1 suponiendo wn diod il

e e R Y

¥ = N
L. | “—— ==313 H
e e T (Beancordcan)

41




EECUELA FOUITECRICS ISTIORMAL CERPQIEITAS FLECTROMDDS
i V] Wi [V]
o2
Q ‘ ] [ [ -
{103
19887 —
Fagurm 2 3%

L8.2 Para el circuito de la figura 2.2 detorminar e vodtaje do salida, dada la
andial de eiilrada ¥ la cura caracteristica de la figura 2.36.
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g 13 caracteristica esldlica del diodo, y sguUIaNGG los mismos pasos que en ol

B} =250 y 1, (C) =85 KD o
104000 1 ertra 3 estatko 88 conchiosién sino hast qus Vi supere los 07 V:
&l ilervaio de 0 < Wy <07, |2 comiems by =0 antonees Wa = e Ry = 0

& 0.7 = Ve, se puade plantear b ccusciin do vollajes en ta malla:

= s T (BY 2 Ve # L {Ecunciin 3. 25
[ h'_
Vo=V _ bbseniz)-07 {Ecwcacicm 2.30)

R - - . —{.3
B Bk, - 23+00005 " o Teem(x)— 035t

Vo = inc Ry, = S650000) - 0.7 (ECae

Sea & el valor da X 8 partir del cual @l diodo empieza a conducr.
& =0.7 /66  enlorces § = arcsen 07 F66 = 0B07E".

._uhduu=1w-ﬂﬁmhmmmmmﬂnﬁndﬂdm,fm
BES caTo ek igual B 1TRES"

o Sierwe emionoes la formsa de orda siguiente para o semicicks posilivo:
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Figeora .35
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Figura 257
En primer lugar, hay que determingr el valor del votae de entrada para o cisl &l
diedo pase 98 18 region da no conducoidn a la regitn de rom pireeic,

Asumimers micialmenhs que & disde bl o s regtn ©
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Figura 2.98
e *+ B () T (C) + R )= 0, antonces {Fomacidm 2.32)
LR T

e = s (0) 65+22 N (Feunacidn 2.33)
Vo = fag Py = -0 98san(x) * 2.2 = 2. 16san(x) ¥ (Ecuacion 2.34)

W = Wy — Wp = -03.Bdaan{x) W (Eeuacion 2.35)

El voltaje dnodo ~ chiodo siemgrs permanecs menor que e voltaps de rupbura imsarsa,
.de moda que el diode rundca enira @n 18 regitn de rompimienta.

S oliers enlondes, pana a8l semicicio negative, sefial de salida:
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Figura 2 44

ZB.3 Hallar Vg para ol circulto de I figura 2.41. Considarar que & dodo es de
silicio y que Hene un voliaje de rupiers IFrvared igual a 10 V.

Vi V]
&7HD
Wiy

Figura 2.41
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Fars |52 regiones positivas dal vollaje Ve

Conio el 88 ha dicho oira cosa, podemnce. considerar que o voltae codo del dicdo ea
Q.7 W, v Que du resisiencia interma as despraciabia.

En &l inlervalo 0 = Wy = 07 W ol diods 50 encusning ablens v an Vg 89 apmcta @l
e woltags qies an la entrada

Para 0.7 < Wy , o diddo entra en conducoidn, y a la salida sokp s& registran los 0.7 W
oLk caen an |l dioda, El resto del woltaje coe en la resisiencia de 4.7 K0

Para las regiones negatvas el woltais ey

Durarde &l imeralo <10 < Wy, < 0, & disdi 88 ancieeln en la region de no conduscitn,
pol lanlo, su comente es ooro, &l menas e acuendo & models gque amos elegido.

Esda pignifica que =n la salida se ve la misma saflal gus en la anlrada.

Fara vollajes menonss gue =10 W, o dicdo enfra en la 7ons & nupbura, @8 dec,
viehe B COnclcE, cormervands su woltaie en pricicamena -100'.

El hecho intenoional e mantenar al diode operando sobre su regidn de ruptura, es
corocde come regulacitn Zener, y se wilma pare mantener ol voltale de safida a un
mmmmaﬂhﬁm dindos Zerer serd & by an
capitulos siguistes
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Figra .42

284 Dada la siguisnte cansctariatica estitica para el diodo ded circuito en la
Tigura 2.43, determinar los puntos maxime, medio y minimo da cperacidn del
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Figara 2 44

O |8 e incion de [a recta de cange, cusnde of voligie aliermo es 0, tenemas la
siguianba expresidn.

=10 W + B mA
Cuands o volial slerms e mamimo: fu = 10 Vg +1.3

(Ecamcatn 2.35]

Guando &5 minimed; 1y = =10 Vg # 0.3 {Ecuacion 2.37)

Eslo produce que =l diodo franajs o 08 BIQUILHSS pUMos ESpECIVaMETRE:
Q=08Yy2mA,

Ol =07V y 7 mé,

Q= 0.2V y0.5mA

Pidlee que supsrado &l votas codo, gus e esle como ex 06 W }

al voitade del dicdo es en esencia el mismie & peadr de qus su comisnbs vars
notablemanha

Cabe sefialar que este o3 5ol un mélodo grafico mas que snalfico con 6 GUE 58
puede dalerminar el voltaje ¥ 1 cormienta en =l diodo.
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&9 PROBLEMAS PROPUESTOS

L84, Se defing coma pobtencia media gl diodo 2 la siguilamts axpresitn:

= (Ecuacion 2.38}
R

1T,
Tl (I o A D

Hallar la potencia que disipa o diodo ded sigulene circuito.

Flgura 245

circuito de la figura 2.46, obboner bos do
il r:r pumtos oo operacidn. Jurgue a sy criterio,

Flgura T 48
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Hallar ka forma de onda y la cormente en las dicdos, @si como los dngulos

 conduccin, para el siguiente circulto.
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